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１．概要（Summary） 

光能動素子を形成する化合物半導体などを含め、プラ

ットフォームとなるシリコン上に異種材料を形成する集積

化技術の研究開発が盛んに行われている。磁性ガーネッ

トを用いた光非相反素子のシリコン上への集積化にも期

待が高まり、単結晶Ce:YIG膜の直接接合技術による導

波路形光アイソレータ[1]の報告がされている。我々は磁

気光学材料、高Δ導波路用酸化物誘電体、液晶等の異

種材料の集積化技術を確立し、光回路の新機能開発を

目指して研究を行っている。特に光の伝搬方向に対して

異なる特性を有する光非相反素子は光アイソレータや光

サーキュレータを実現でき、他の光素子と集積化すること

で革新的な機能の創出が期待できる。我々は、シリコン上

に成膜した非晶質のCe:YIGに対してコンタクトエピタキシ

ャル技術[2]を適用し、集積化に適した光非相反素子を実

現するとともに、新たな機能の創出のための要素技術の

開発に取り組んでいる。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

ダイシングソー 
光導波路評価装置 

【実験方法】 
光非相反素子との集積化を目指したアレイ導波路回折

格子(AWG)およびフェーズドアレイ導波路の試作を行っ

た。低温成膜が可能な反応性DCスパッタリング装置によ

り五酸化ニオブ(Nb2O5)を熱酸化シリコン基板上に成膜し、

高Δ導波路の形成とともにAWGおよびフェーズドアレイ導

波路を試作した。試作素子はダイシングソーにより裏面か

ら切り込み溝を入れ、端面出しを行った。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1にダイシングソーを利用して端面形成を行ったサ

ンプルの写真を示す。ダイシングソーを活用することにより、

最も細いところで基板の端部から0.6 mm程度で切断し、

充分な素子の長さを確保しながら、素子評価のための入

出力用端面を形成することができた。切断した基板内の

試作AWGの近視野像(Near field pattern)をFig. 2に示

す。ダイシングソーによって形成した良好な端面により、

C-bandの光を入射した試作AWGから明瞭な出射光を観

測することに成功した。 

12.5mm  
Fig. 1 Sample with facets formed using the dicing 
saw 

40μm  
Fig. 2 Near field pattern of the output light in the 
fabricated AWG 
今後は非相反素子である光アイソレータおよび光サー

キュレータの集積化技術の確立を進め、新機能の動作実

証を目指す。 
４．その他・特記事項（Others） 
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